BAW62
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Typ diody: dioda krzemowa
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H I S Firma: PHILIPS
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— . Wykonanie: dioda krzemowa epitaksjal-
. no-planarna w obudowie DO-35
= min 24 max4s t—minZd — § Zastosowanie: szybkie uklady przelacza-
E jace, uktady logiczne
Rys. 2-66. BAW62 Typy podobne: BAW76 (Sie)
WartoSci charakterystyczne!
Up 0,62+0,75 A% przy Ir =5 mA
Up <1 \" przy Ir = 100 mA
Up <0,93 V | przy Ir = 100 mA, #; = 100°C
I, <25 nA przy Up =20 V
In <50 wA przy Ug =20V, t; = 150°C
Iy %5 pA | przy Up =75V
Ip <100 wA przy Ug =75V, t; = 150°C
Cy <4 pF przy Ug =0, f=1 MHz
Upnm < 255 Vv przy Ir = 50 mA, t, = 20 ns
Lo <4 ns przy przelaczaniu z Ip = 10 mA na Ug =6V,
dla Ry, =100 Q I, =1 mA
Qs 50 pC przy przelaczaniu z Ir = 10 mA na Ug =35V,
dla R, = 500 Q
WartoSci graniczne

UR max 75 v Tesar max 20002) | mA
URRM max 75 v IFSM max 5003 mA
IFAV max 100 mA tj max 200 OC
y 100 mA Ry j-a max 0,6 °C/mW

225 mA t —65=+200 °C

IFRM max
D tj = 25°C
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Rys. 2-67. Uklad pomiarowy szczytowego napigcia diody w kierunku przewodzenia
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Rys. 2-68. Uklad pomiarowy czasu ustalania pradu wstecznego diody
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Rys. 2-69. Uklad pomiarowy tadunku przetaczania
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Rys. 2-70. Zalezno$¢ $redniego pradu przewodzenia diody od przebiegu czasowego impulsu
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Rys. 2-71. Zalezno$¢ szczytowego powtarzal- Rys. 2-72. Zalezno$¢ Sredniego pradu prze-
nego pradu przewodzenia od przebiegu cza- wodzenija diody od temperatury otoczenia
sowego impulsu
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Rys. 2-73. Zalezno$¢ pradu przewodzenia s Rys. 2-74. Charakterystyka pradu przewo-
diody od temperatury otoczenia dzenia diody
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Rys. 2-75. Zalezno$¢ napiecia diody w kie-

Rys. 2-76. Zalezno$¢ szczytowego napiecia
runku przewodzenia od temperatury zlacza

diody w kierunku przewodzenia od czasu
narastania impulsu
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Rys. 2-77. Zalezno$é pojemnosci diody od .

Rys. 2-78. Zalezno$¢ czasu ustalania pradu
napiecia. wstecznego

wstecznego od pradu przewodzenia
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Rys. 2-79. Charakterystyka pradu wstecz-
nego diody
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Rys. 2-80. Zalezno$¢ pradu wstecznego diody
od temperatury zlacza



